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Information 

SU 311 2/87 (11) 

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht” Stahnsdorf 

Si-npn-Darlington-Leistungsschalttransistor 

Anwendung: Kfz.-Zündschaltungen 

Schalten induktiver Lasten 

Besondere Merkmale: Multiepitaxial-Mesa-Technik 
Monolithischer Darlington 
Integrierte Schutzdigde 
Glaspassivierung 
hohe Sperrspannung 
große Robustheit 

Befeatigungsblech und Kühlfahne 
mit Kollektor verbunden 

Kennzeichnung 

Kunststoffkörper 

10-218 * Masse max. 4 g 

Bild 1: Gehäuse
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® Bild 2: Grenzwert der Gesamtverlustleistung 
o in Abhängigkeit von der Gehäuse- 0725 50 75 00 125150 E n C temperatur 

TC — 

Grenzwerte 

Diese Werte gelten im gesamten Bereich der Sperrschichttemperatur, wenn nichts anderes angegeben 
ist. 

Kurz- Ein- 

zeichen min, typ-. maxX, heit Bemerkung 

gollel\:;gr-ßmntsr- UoEy 450 v Ua = —2 V 

VoEs 450 v VBaE= 0 

Voxo 400 v I = 0 

Emitter-Basis- U, 5 v 
Spennung EBO 

Kollektorstrom I 7 A Empfohlener Wert 
n für Normalbetrieb 

(Nennstrom) 
8 10 A 

Icu 15 A ® & 10ms, &® 0,1 

-Ic 7 A Ir der 
% 0.4: z In- IM 15 A +p 5 10ms, S& 0,1; Ipy 

vers- 
diode 

Basisstrom Z 2,5 

Za 5 tpfi 10 ms, d& 0,1 

Gesamtverlust- Paot 105 w 2 = 25 °% 
leistung 

Sperrschicht- 2 150 ° 
temperatur 

Gehäusetemperatur %: -40 150 % 

Zugkraft an den An- 10 N einmalig beim Biegen 
schlüssen Dauer < 10 s 
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Grenzwerte (Fortsetzung) 

Kurz- Ein- 
zeichen min. typ-. maxX. heit _Bemerkung 

Druckkraft an den 2 N einmalig beim Montieren 
Anschlüssen 

Anzahl der Biegungen 4 nur abwickeln ohne zurück- 
der Anschlüsse zubiegen " © 

Biegewinkel £ 90' 
Biegeradius & 1,5 mm 
Abstand vom Kunststoff- 
körper & 1,5 mm 

/ 

Kennwerte (bei T, = 25 °C - 5K) 

Kurz- Ein- 
zeichen min. typ-. max. heit Prüfbedingungen 

Kollektor-Emitter- U 400 V Ia =0j10=0,14A (BR) CEO . a 
Dusohbruchepenmmg %p < 1me, Einzelimpuls 

+ Kollektor-Emitter- I 1 mM VUcg = 450 V, Upp = 0 
Reststrom CBS c BE 

Emitter-Basis- 1 1 m 16=0, Upp=5V 
Reststrom . a 5 

Kollektor-Emitter- U, 1,8 V 10=7A 
Sättigungsspannung °Esat ; » 

Basis-Emitter- Y 2,5 V =0,14A _ <1ms 
Sättigungsspannung BEsat . 30 P 

Kollektor-Basis og 200 10=3 A — BEinzel- 
Stromverhältnis Dop=5 V inpils 

Negative Kollektor- Uop 3 v "Ig=1p= 74 
Emitter-Spannung 
Durchlaßspannung der . 
Inversdiode Da 3 V 

Speicherzeit %g 3 jus Ohmsche Last Ig = 7A a 

Abfallzeit % 83 Jas Ip=0,14 A, Upp(oer) = 5 Vr 
Ug = 200 V 

Imnerer Wärme- R. 1,2 KW 
widerstand s 

Bestellbezeichnung 

Bezeichnung eines Leistungsschalttransistors vom Typ SU 311: 

Transistor SU 311 TGL 45039 

Standards 

Erzeugnisstandard TGL 45038 

Erzeugnisgruppenstandard TGL 24247
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